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• výstupní (zat� �ovací) proud te� e jen jedním typem polovodi� e 
(vodivým kanálem), neprochází tedy p�es PN p�echod jako u bipolárního

• proud ve vodivém kanálu je �ízen elektrickým polem – jde 
o FET tranzistory (Field Effect Transistor)

• vodivý kanál m� �e být typu P nebo N – jde o FET s kanálem 
N nebo P

• koncové elektrody mají názvy: Source (zdrojová elektroda)
Drain (odvod náboj� )
Gate (�ídicí elektroda)
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• p�i výrob� FET je planární technologií v monokrystalu typu N nebo
P vytvo�en vodivý kanál difuzí tak, aby m� l vodivost opa� ného typu 
ne� monokrystal –substrát B (angl. Bulk – hlavní� ást)

• substrát musí být vodiv� spojen se Source, aby se p�i �ízení mohly 
vym�� ovat nosi� e náboje mezi substrátem a kanálem

• vysoká dotace P+ na kontaktních plochách s kovovými elektrodami
zabra� uje vytvo�ení záv� rné vrstvy mezi kovem a polovodi� em
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• Gate musí být izolován od kanálu, aby neprotékal proud mezi 
Source a Gate

• izolaci lze realizovat dvojím zp� sobem:
• Izola� ní vrstvou – jde o IGFET
• PN p�echodem – jde o JF-ET
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Princip � innosti
• název IGFET (Insulated Gate FET)
• izola� ní vrstva slou�í pro odd� lení Gate od kanálu
• na izolaci je napa�en kov (elektroda – Gate)
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Podle izola� ní vrstvy a substrátu se IGFET d� lí na:
1. MOSFET –(Metal Oxid Semiconductor FET)

- izola� ní vrstva je SiO2, substrát tvo�í k�emík
2. MISFET –(Metal Insulator Semiconductor FET)

- izola� ní vrstva SiO2, substrát galliumarsenid



���������	 
�����

��� "

Druhy IGFET tranzistor �
• IGFET se zabudovaným (vestav� ným) kanálem =ochuzovaný
FET – kanál je vodivý i p�i UGS=0 – elektrické pole UGS vytla� uje 

nosi� e náboj� a p�iškrcuje tak kanál
• v IGFET s N kanálem pro UGS>0 se za� nou elektrony nasávat do kanálu
• v IGFET s N kanálem pro UGS<0 se za� nou elektrony od� erpávat

z kanálu –dojde k ochuzení kanálu o volné nosi� e náboj�
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Charakteristiky  IGFET tranzistor � se zabudovaným kanálem

P�evodní charakteristiky Výstupní charakteristiky
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Druhy IGFET tranzistor �

• IGFET s indukovaným kanálem = FET s obohaceným kanálem
kanál je nevodivý p�i UGS=0 – vodivý kanál je nutno vytvo�it
p� ilo�ením nap� tí mezi S a G
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Charakteristiky  IGFET tranzistor � s indukovaným kanálem

P�evodní charakteristiky Výstupní charakteristiky
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Schématické zna� ky IGFET tranzistor �
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Pravidla p� i manipulaci s IGFET tranzistory

• proto�e elektroda Gate je galvanicky odd� lena od kanálu, m� �e 
se elektrostaticky nabíjet na vysoké nap� tí – dojde k prora�ení izolace

• p�i transportu a skladování je nutno spojit vývod Gates ostatními 
vývody – tyto vodivé spoje lze odstranit a� po zapájení tranzistoru

• p�i pájení t� chto tranzistor� je t�eba zajistit jejich ochranu pomocí
speciálního pracovišt�

• pro odstran� ní problém� se vyrábí IGFET s ochrannými p�ep�� ovými 
diodami - transily
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Princip � innosti

• název JF-ET (junction FET, z angl. spojení), � asto ozna� ované jakoPNFET
• vodivý kanál m� �e být P nebo N (� ast� jší je kanál N kv� li pohyblivosti elektron� )

• elektroda Gate je vytvo�ena z opa� ného polovodi� e ne� je vodivý kanál
(vznikne v�dy p�echod PN)

• mezi Gate a vodivým kanálem je izolace vytvo�ena záv� rnou vrstvou
PN p�echodu (p�i správné polarizaci)
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Princip � innosti

• ú� inný pr�� ez kanálu je tím menší, � ím vyšší je nap� tí Gate – Source
• toto p�edp� tí mezi Gate – Source se nesmí p�epólovat, jinak by 
se zrušila záv� rná vrstva
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